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 要  旨 
ポーラスシリコンからの可視発光特性の発見以来、微細構造をもつシリコン(Si)に注目が集ま
り、数多くの報告がなされている。微細構造のなかでも特にワイヤ状シリコンは、微細電子デバ
イスや光電子デバイスへの応用展開の期待がある。しかしシリコンワイヤの作製には、高価な装
置や複雑な条件を必要とする場合が多い。本研究では、比較的簡便な手法であるウェットエッチ
ングを用いた。無電解銀堆積法により柱状シリコンワイヤを作製し、構造観察や光学特性の評価
を行った。 
Si(100)基板を HF/AgNO3、もしくは HF/AgClO4溶液に浸漬することで試料を作製した。溶液中で
は、基板表面で Si のエッチングと Ag の堆積が同時に生じ、Si と Ag の接触により各々がアノー
ド反応、カソード反応を起こし反応が進行する。図 1 に n 型(100)Si 基板を HF(20%)/AgClO4
(1×10-2M)に 3 時間浸漬して作製した試料の SEM 像を示す。直径が 80 から 300nm で、深さ方向に
は 30µm 程度の直線状のシリコンワイヤを作製することができた。図 2にはその発光(PL)スペクト
ルを示す。660nm を中心とした赤色発光が観測された。この発光の励起(PLE)スペクトルも図に示
す。420nm 付近からの吸収が観測された。この赤色発光の効率は現状では 0.1%程度と高くはない
が、空気中にて安定なものであった。微細構造あるいは Si と表面酸化膜との界面準位に起因する
ものだと考えられる。FTIR 測定では、全ての試料で Si-O-Si を示す 1110 cm-1、1160cm-1 での吸収
が強く検出された。陽極酸化で作製されるポーラスシリコンの特徴である Si-Hx を示す 2000～
2200cm-1での吸収は検出されなかった。 
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図1 HF/AgClO4 の場合の表面SEM像(a) および 
断面SEM像(b) 
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図2. HF/AgClO4 の場合のPL, PLE 
